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研  究 
題  目 電場誘起抵抗変化を起こす遷移金属酸化物の顕微分光測定 
 遷移金属酸化物薄膜に電場を印加する

と、印加後の抵抗値が印加電圧の極性に応

じて変化するという現象が A. Ignatievらに
よって発見され[1]、次世代不揮発メモリ
（RRAM）への応用が期待されている。 
 これまでの研究により、遷移金属酸化物

である La1-xSrxFeO3-δ薄膜の ITO電極間に強
電場を印加すると電極間の薄膜部分に白

い部分が現れること、さらに電場を印加す

ることによりその部分が電場の方向に応

じて移動し、薄膜試料がその形状に応じた

抵抗値を示すことが知られている。 
 今回の研究では、図１に示すように

La1-xSrxFeO3-δ薄膜の電極間付近の光学反射

率の２次元分布測定を行うことにより、白

い部分（White area）が他の部分（Other area）
に比べて光学反射率が高いこと、また白い

部分が電場印加によって電場の方向と逆

の 

の方向に移動することを明らかにした。さ

らに各領域の反射率スペクトル（図２）を

測定し、この結果を異なる酸素分圧中で製

膜した La1-xSrxFeO3-δ薄膜の光学スペクト

ルと比較することにより、白い部分が酸素

欠損が少なく伝導度が高い領域であるこ

とを明らかにした。以上の結果、薄膜試料

の抵抗変化は、電場を印加することによっ

て薄膜中の酸素イオンが移動し、伝導領域

の形状が変化したことが原因であると結

論付けられた。 
 また、電極間に 30～50mmの幅のボトル
ネック部を持つ薄膜を作製したところ、電

流及び電場の強さをボトルネック部に集

中することができたため、より再現性よく

薄膜中での酸素イオンの移動を観測する

ことができた。 
[1]A. Ignatiev, et. al., APL 76, 2749 (2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【研究業績】 
・第 5回 21世紀 COEシンポジウム(2007)
・日本物理学会第 62回年次大会(2007) 
・日本物理学会 2008年秋季大会 
・K. Azumi, et. al., “Direct observation of the 

repeatable change of electronic state with 
applied electric voltage pulse in the 
metal-insulator-metal structure”（投稿中）

 

図２．光学反射率スペクトル 
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図１．パルス電場印加後の電極間の 
光学反射率２次元分布(λ=500nm) 


